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セレン被覆ニッケル鰯媒の表面朕態

に闘する研究(第二報)

セレン化ニッケル被覆ニッケル触媒の水素及び、アム

モニアの吸着fi:J:る接触電位差の変化に就し、て

小林秋男，東克彦

Research on t:he Surface St:at:e of Selenium Coat:ed Nickel Cat:alyst:. Part: II. 

I:ffect: of Gas Adsorpt:ion on Nickel Selenide for it:s Work Fund:ion. 

Akio KOBAyASHI and Katsuhiko AZUl¥IA 

Abstract 

By using a vibrating condensor rnethod， contact potential difference of Ni Se 

coated Ni to gold electrode， which was produced hy the method described in the 

previous paper， has been measured at pressure lOmm Hg of NH， and 20mml-なof

H2 in the range of temperature from 200C to 90oC. 

The C.P.D. was 0.38 volts at 170C， and inereased to 0.53 volts at 90oC. 

ぬきがき

セレンイヒュツナルの金に対する接触電位差 (C.P.D.)むガス吸着による変化， 及び数拾

mmB訟の圧力下の温度に上る変化を振動容量法に上り測定LたD 蒸着Aul'C.対向する蒸着Ni

の c.P.D.は， +0.50voltsであったD 但L符号は Au電極の仕事函数の方がたきい時Eとす

る。此のNi電極に二分子層のSeを噴散に上り一様に被覆L，230口Cで加熱により NiSe~L 

7ζ口此時む C.P.D.は，斗0.10voltであるoH2 lommHg， NH， 20mmHgの圧力下では，

17C'Cで十0.38volts， 86cCでは十0.53volt月の C.P.D.~ど示した口

s 1 賓験装置及操作

此の実験の目的は N山被覆Ni触ぷお急西電位変化を測定し，過去に於げるこの触媒研

究所で明かにされた異常現象Lの関聯を見ょうとLたのであるが，未充実験は予備的段階を越
えないD

1 ) 堀内寿郎:r触媒J第一輯 P.67
2) 管孝男，伊豆都紀:r触媒」第三輯 P.6，14，第六絹 P.2ヲ
3) 金子義久，榎木三郎:r触媒J第六輯 P8，ヲ6
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触媒

用いた測定管を第1図に示ナ口パイレツクス硝子製測定管の中心をAu板は二本の支持棒上

を滑って動くことが出来る。振動対向電極は Au鍍金し?とNi板で，経 1mm，長さ60mmのタ

ングステン棒をこれに熔接する。棒は外経5mm，長さ50mmの硝子管を通り，硝子管端で封

じこまれる。此の細硝子管の端を310cpsの発振器で駆動するD

滑り得るNi板と対向ナるAu鍍金Ni・板が向き合った時，両者の聞のC.PD.による信号電圧

が生じる。駆動の際のAu電極のふれはO.lmm位であり ，Ni絞との距離は約1mmでるる。.1固
だン7・，、

測定管には可砕栓により，Se， H2 及NH~ の容器がつないである。

測定にあたっては管全体を約500口Cで数十分加熱L，排気後，Ni板には Niを，Au鍍金L

?とNi・板にはAuを蒸着L，S， tc.上り排気装置から封じ切るoNi板をAu極と向い合わせ，

C.PDを測定する口次tc.Ni板を第 1図で右に示、ち'1t， Seを入れた側管の可砕栓を破り，側管

を1800Ctc.1J日熱L，白金板の細子L(直経0.45mm)より50mm離れたNi板にSe蒸気を噴散させ

て， 2介子層 (Se6原子で 1分子とナる)の訟を被覆したD 測定管全体を 2300Cで 1時間加熱

し，NiをSeと化合さぜるG この時seの側管は水で冷却し，上り以上のSe蒸気が測定管内に噴

4) 振動容量法に就いては例えば，

小}Il.中国:1生産研究J5. 59. (1953) 

小川，他 :1応用物理J22. 12， ¥01， (1952) 
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セレシ被覆ニツヲノL触媒の表面状態に関寸る研究(第二報〕

古賀LないようにL'1とD

H2及びNllaは可砕栓t亡上り測定管に導入され，圧力は略，H2ではlOmm，NH.では20mm

になる。

s 1[賓験結果及び議論

得られた結果は蒸着Au電極に対Lて

蒸着Ni 十0.50volts

Seを二介子層被覆L'1と

NzSe +0.10 

H210mmHg及 NH320mmHg中にで

~ffil.度 860C +0.fi3 

でPったD

170C 十0.38

由。OC +り.fiO

NiSeはp~rJ半導休である口薄院について同体の電子帯模古;11を考える事は少[むりであるが，

数乃至十数介子層のNiSeの層を定性的にとりあっかう一方法と Lて次の上うに考えるoNi上

のNiSeの層は極めて薄いので，其の不純物中心は殆ど充され，下地Niとの聞で空間電荷層を

作る。このことは半導体SeとNiとの接触で殆ど整流作用が沿きない事と矛盾しない口今問題

とするNiSeの層は極めて薄いものであるが，実際に此の層が厚くなった場合に不純物準位密

度が101Rcm-:>以上であれば，整流作用は殆どおこそないからでるる口

Ni上でNiSeは負に帯電し，空間電荷層をつくり，仕事函数を増ナD この増加はNiSeの層
。

が厚くなり，数拾乃至数百Aに達し空間電荷層の形成が終る迄続く D

此の様I:'C.Lて町伴導体であるN伐の厚さの培[に伴い仕事函数が増してゆく事が理解さ

れる。

伐に昆 lommHg，NH，20mmHgの圧力のもとでの c.P.D.の変化に就いては，吸着による

仕事関数の減少から，これ等の吸着ガスがJEI'C.帯電1て居ることが言える口 1かも高温の方が

帯電量が1てきいことは，高温で吸着ガス貴が減る事と一致1泣い。これがAu対向電極の変化

であるかどうかは確めなければなち友い口これに就ては現在 Brattaill与の研空にのっとり，

光に上る C.P.D.の変化から表商の吸着イオン量をあきらかIとする事を計画中である。

本研究にあたり終始御鞭健された堀内所長に厚〈感謝ずる口叉測定管の製作に対L，応用電

気研究所の三浦氏に厚〈感謝する。

日〉 小林，東:["触媒」 第l備耳

6) Brattain， W. H. Semi conducting matC'rials P. 37-46 (1951) 

B、attain，W. H. d Bardeen， f. Bell System Tt'ch. Jour.， 32， 1 (1953) 

田中昭二，青木昌治 2応用物理， 32， 311， (1953) 
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